Метод определения формы поверхности 
на основе обратного рассеяния электронов
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Сканирующая электронная микроскопия уже долгие годы играет важную роль в локальной диагностике микроструктур и исследованиях их электрофизических свойств [1,2]. Однако до сих пор раскрыты далеко не все возможности сканирующего электронного микроскопа (СЭМ). Микрографики, получаемые с помощью СЭМ, всё ещё остаются двумерными, в то время как запросы современных ученых и исследователей растут и требуют информации о трёхмерных поверхностных структурах исследуемых образцов. 
Наличие 3D-изображений поверхностей [3] обеспечило бы возможность изучения истинно анатомических форм микро-  и наноструктур, которые позволяли бы проводить более качественные количественные измерения и информационную визуализацию исследуемых систем.
В данной работе рассматриваются алгоритмы, позволяющие восстановить форму поверхности исследуемого образца на основе экспериментальных данных, полученных с помощью СЭМ [3]. Восстановление формы поверхности производится за счёт математически точной обработки входных данных, с учетом возможных погрешностей при проведении эксперимента и их минимизации.
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